DISPOSITIVOS ELECTRONICOS
8 CREDITOS

OBJETIVOS

Dar al alumno un panorama general del desarrollo de la tecnologia electrénica desde sus
inicios, su estado actual y las tendencias a futuro. También se pretende que el alumno
adquiera un entendimiento de la fisica y la tecnologia de los dispositivos electronicos; es
decir, que comprenda la estrecha relacién que hay entre las técnicas de preparacion de
materiales en volumen y en pelicula delgada y las propiedades y el desempefio de estos
materiales dentro de un dispositivo electrénico.

TEMARIO

1. Introduccion (4 horas)
1.1. Resefia histérica de dispositivos de estado sélido
1.2. Tipos'y clasificacion de dispositivos de estado solido
1.3. Tendencias de tecnologias modernas

2. Tecnologia de crecimiento de cristales y preparacion de substratos (8 horas)
2.1. Produccion de silicio y de otros semiconductores grado electronico
2.2. Método Czochralsky. Control de estructura, pureza y defectos
2.3. Método de Bridgman
2.4. Otros métodos de crecimiento de cristales
2.5. Corte, pulido y limpieza de obleas y otros substratos

3. Tecnologia de preparacion peliculas delgadas semiconductoras y aislantes (20 horas)

3.1. Importancia de las peliculas delgadas

3.2. Teoria sobre el proceso de crecimiento de peliculas delgadas

3.3. Procesos de epitaxia. Epitaxia en fase liquida (LPE) y epitaxia en fase vapor
(VPE)

3.4. Técnicas PVD. Epitaxia de haz molecular (MBE) y de haz de iones (IBE),
evaporacion térmica y con haz de electrones, erosién catddica, ablacion laser

3.5. Técnicas CVD. CVD térmico, CVD asistido por plasma directo (PECVD) y
remoto (RPECVD)

3.6. Técnicas de rocio pirolitico

3.7. Otras técnicas

3.8. Preparacion de aislantes en pelicula delgada, dioxido de silicio, nitruro de silicio

4. Metalizacion (12 horas)
4.1. Preparacion de contactos metalicos por evaporacion térmica, con haz de
electrones y con haz de iones, erosién catddica, ablacion laser
4.2. Mascarillas y fotolitografia
4.3. Contactos conductores transparentes



5. Preparacion y funcionamiento de dispositivos optoelectrénicos (20 horas)
5.1. Sensores termicos y fotodetectores
5.2. Puntas Hall para medir campos magnéticos
5.3. Diodos rectificadores y diodos emisores de luz. Laseres de estado solido
5.4. Transistores bipolares y de efecto campo
5.5. Celdas solares
5.6. Estructuras electroluminiscentes
5.7. Intercambiadores de calor
5.8. Guias de ondas
5.9. Circuitos integrados. Tecnologias VLSIy LTLSI
5.10. Nuevos materiales y aplicaciones. Silicio poroso, pozos cuanticos, puntos
cuénticos, nanoestructuras
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